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【はじめに】 深紫外レーザーダイオード（DUV-LD）は、殺菌、浄水、医療など、幅広い分野での応用

が期待されており、すでに 270～300 nm 帯の LD に関しては発振が報告されている[1,2]。我々は、AlGaN

深紫外 LD の実現に向け、分極 p 形層を用いた 280 nm 帯 LD の試作を行った。また、作製した LD 試料

に対して高電流注入を行い、EL スペクトルを観測したので報告する。 

【実験】今回我々が作製した LD 構造の一例を図１に示す。MOCVD によるエピ構造形成後、共振器幅

20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4 µm の 8 種類、共振器長 1200, 1000, 700, 500, 400 µm の 5 種類、計 40 種類のリ

ッジ構造をドライエッチングにより形成し、Ni/Au-p 型電極と V/Al/Ni/Au-n 型電極 

を真空蒸着法により形成した。その後、SiO2成膜、ICP

エッチングとTMAH水溶液を用いたウェットエッチング

によるミラー面形成、コンタクト用の窓明けを施した後、

p 電極については Ti/Au の金パッドを形成した。 

【結果】作製した LD 試料に対して室温・パルス駆動で

電流注入を行い、EL スペクトルを観測した。10 µm×

400 µm の共振器で観測された結果（図 2）と共振器の

光顕像（図３）を以下に示す。電流値を段階的に上昇さ

せ、最大電流密度 417 kAcm-2までの電流注入を行った。

発光波長に関しては、ピーク波長 282 nm と量子井戸で

の発光を確認した。なお、レーザ発振は得られなかった。

詳細は当日報告する。 
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